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El invento se refiere  a un método de fabrica­

ción de un dispositivo que tiene un cuerpo'de soporte 

que comprende un trazado de conductores, en cuyo método 

se dispone sobre la  superficie del cuerpo una capá auxi 

l i a r  que tiene una o más aberturas que corresponden, a l 

menos, a una parte del trazado a proporcionar, después
 ̂ i '

* de lo  cual se dispone en la  capa au xiliar y en ia s  aber 

turas una capa eléctricamente conductora de un m aterial- 

diferente del de la  capa au xiliar, y se elimina entonces, 

selecti-vamente, a l menos la  parte superior de la  capa-'--; 

au xiliar con la  parte de la  capa conductora que se en­

cuentra sobre e lla , formando parte del trazado de con­

ductores la  parte de la  capa conductora que queda, en la s  

aberturas.

El invento se refiere  además a un dispositivo 

fabricado utilizando dicho método.

Se han desarrollado varios métodos para dispo 

ner un trazado de conductores sobre un cuerpo de soporto, 

en los cuales e l campo de aplicaciones de cada uno de los 

mencionados métodos, depende de lo s  requerimientos irnpues 

tos sobre e l trazado de conductores.

Un primer método que ha sido, utilizado hasta, 

ahora más frecuentemente y que as utilizado, por ejemplo, 

para disponer el trazado de metalización de emisor y ba­

se en transistores y para disponer el trazado completo de



capas de contacto y conductores de conexión sobre c ir  

cuitos integrados monolíticos o híbridos, consiste en 

la  disposición, por ejemplo por deposición desde vapor, 

de una capa conductora, generalmente una capa metálica,

 ̂ sobre una superficie de un cuerpo de soporte, por ejem

pío, sobre la  superficie de un cuerpo semiconductor y 

sobre la  capa o capas aislantes que se encuentran usual

- mente sobre e lla , después de lo  cual se eliinina la  capa 

metálica por un proceso de ataque fo to lito gráfico  con la

-{0 excepción de la s  áreas a ser metalizadas. Para ese fin ,

se dispone sobre la  capa metálica una capa de barniz que 

es sensible a la  radiación, por ejemplo, a la  radiación 

luminosa o a la  radiación de electrones, cuya capa de 

barniz se expone entonces de acuerdo oon e l trazado de 

.. -j5 seado, en general a través de una máscara, en la  cual

- la s  partes expuestas de la  capa de barniz se hacen so, 

lubles, mientras que la s  partes no expuestas permanecen 

insolubles, o recíprocamente. Las partes solubles de la  

capa de barniz se eliminan entonces y se eliminan por ata

20 que químico la s  partes de la  capa metálica a sí expues­

ta s. Generalmente, se produce un cierto grado de morden 

tado in ferio r de la  capa metálica por debajo de los bor 

dea de la  másoara de ataque químico formada por la  capa 

de barniz, lo  cual impone restricciones sobre e l grado

25 hasta e l cual pueden realizarse detalles complicados en

13.3.75.
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e l trazado de conductores, por ejemplo, sobre la -d is­

tancia mutua y e l ancho de la s  p istas metálicas a pro . 

porcionar. Una restricción  adicional de dicho método 

reside en e l  hecho de que la  elección del metal a ser 

u tilizado está restringida y está determinada entre 

otras cosas por la  adhesión del metal a l miembro de. 

soporte, en e l caso anterior a la  superficie semiccn '' 

ductora y a la s  capas aislantes que se encuentran so ' 

bre e lla , a sí como por la  capacidad de ataque químico 

del metal y en particular por su capacidad de ataque \ 

químico selectivo con respecto a la  máscara de barniz 

y los  otros materiales presentes. * -

Estos inconvenientes se evitan a l menos- par 

cialmente utilizando otro método igualmente conocid.0* 

en e l cual se dispone sobre una superficie-del cuerpo 

una capa au x ilia r  en la  cual se forman aberturas, por 

ejemplo, por medio de un método foto litográfioo , cuyas 

aberturas corresponden a un trazado de conductores a 

proporcionar, después de lo  cual se dispone en la s  aber 

turas y sobre la  capa au x ilia r  una capa conductora de 

un material diferente del de la  capa au xiliar. Eliminan 

do subsiguientemente de un modo selectivo, por ejemplo, 

por ataque químico, a l monos una parte dé la  capa auxí 

l ia r  con la  parte de la  capa conductora presente sobre 

e lla , el trazado de conductores deseado permanece en

i 3". 3*-75* -  4 -



la s  aberturas.

Este método tiene la  importante ventaja do 

que sustancialmente no se tiene restricción on la  oleo 

ción del material a ser u tilizad o  para e l trazado de 

conductores, de modo que este puede escogerse totaimen 

te de acuerdo con los requerimientos eléctricos y meca 

nicos impuestos, por ejemplo, conductividad, adhesión 

a la  superficie subyacente, etc. Sin embargo, como en 

e l método antes descrito, la  provisión de detalles com 

pilcados en e l trazado de conductores por debajo de un 

cierto lím ite es muy d i f íc i l  en la  práctica también 

cuando se u t iliz a  dicho método. Por ejemplo, la  distan 

cia mutua mas pequeña pooible.de dos pistas metálicas 

está determinada, entre otras cosas, por e l espesor do 

la  oapa au xiliar y por los tratamientos a los cuales 

se somete la  capa au xiliar por el método, estando de­

terminado e l espesor de la  capa au xiliar entre otras 

cosas por e l espesor del trazado de metalización. Es­

tá  distancia más pequeña posible es en general de a l 

menos unas pocas mieras, lo  cual es demasiado para cier 

tas aplicaciones.

Uno do los objetos del invento es orear un 

método en e l cual la s  dimensiones del trazado de oon 

ductores a proporcionar puedan refinarse considerable 

mente y en e l cual pueden obtenerse en particular par



tes de capa que están situadas muy próximas entre s í ,  

a l tiempo que se conservan la s  vantajas asociadas con 

e l método últimamente mencionado.

El invento está "basado, entre otras cosas, 

en e l reconocimiento de que el fin  que se pretende púa 

de conseguirse mediante una u tilizació n  repetida del 

método últimamente raencionado.

De acuerdo con e l invento, un método del t i ­

po descrito en la  introducción está, por consiguiente, 

caracterizado porque después de eliminar una primera' 

capa a u xiliar con la  parte de una primera capa conduc 

tora presente sobro e lla , con lo  cual se obtiene'una 

primera parte del trazado de conductoras, se dispone 

sobre e l conjunto una segunda capa au xiliar de un mate 

r ia l  diferente del de la  primera capa conductora y que 

tiene una o más aberturas adicionales que corresponden 

a una segunda parte del trazado de conductores, porque 

se dispone una segunda capa conductora de un material 

diferente del de la  segunda ĉapa au xiliar sobre dicha 

segunda capa au xiliar y en dichas aberturas adicionar­

le s , y porque se elimina entonces selectivamente o l 

menos la  parte en posición más a lta  de la  segunda ca­

pa a u xiliar con la  parte de la  segunda capa conducto­

ra que se encuentra sobre e lla , formando una segunda 

parte del trazado de conductores la  parte de la  según *
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da capa conductora que permanece en la s  aberturas adl 

clónales.

Una de las  ventajas importantes que re sultán 

de la  u tilizació n  del invento es que la  distancia más 

pequeña que puede conseguirse entre dos partes del tra 

zado de conductores ya no está determinada por facto­

res relativos a l espesor da la  capa au xiliar y los tra 

tanientos aplicados a e lla  sino que, además de la  pro' 

cisión de los  métodos fo to lito gráficos utilizados, de 

pende sustancialmente sólo de la  precisión con la  cual 

puede alinearse la  máscara que define la  segunda parte 

del trazado de conductores con relación a la  primera 

parte del trazado de conductores obtenida anteriorman 

te . Esto puede hacerse con gran exactitud de modo que 

pueden conseguirse aberturas, ranuras, etc, en e l tra 

zado de conductores con muy pequeñas dimensiones de 

una miera o menos con gran capacidad de reproducción. 

La capa conduotora que forma la  segunda parte del tra 

zado de conductores puede estar totalmente separada de 

la  primera capa conductora. Sin embargo, s i se desea, 

la  segunda capa conductora puede cubrir parcialmente 

a la  primera en proyección, en la  cual, entre otras 

cosas, la  máscara utilizada para disponer la  segunda 

capa conductora puedo ser menos c r ític a .

Una ventaja adicional importante del invento

14.3.75.



es que la  primera y la  segunda partes del trazado de 

conductores pueden ser de composiciones'y/o espesores 

diferentes. Como resultado de esto la s  diversas partes 

del trazado pueden adaptarse a lo s  Requerimientos irnpues 

5 tos sobre e lla s  con independencia mutua. Por ejemplo,

e l trazado de metalización de emisor que va a oonducir 

corrientes relativamente a ltas  puede componerse de otro 

metal o metales y/o ser de un espesor H&yor que e l tra 

zado de metalización de base a través del cual fluyen 

10 corrientes mucho mas bajas.

De acuerdo con mía realización importante pre 

ferida del invento, se dispone una primera y/o un.a.se­

gunda capa au xiliar metálica. Esta puede ser una: papa 

au xiliar simple o una capa a u xiliar compuesta por va- 

15 r ía s  capas dispuestas una sobre otra, en las  cuales ca

da capa puede con sistir en un metal único o una alea­

ción. Tal capa au xiliar puede disponerse de un modo 

simple, por ejemplo, por deposición de vapor o por 

pulverización catódica y puede soportar temperaturas 

20 relativamente a lta s . Como resultado de esto, cuando

se u t il iz a  mía capa au x ilia r  metálica, e l trazado de 

conductores puede disponerse a una temperatura eleva 

da. La adherencia del trazado de conductores a l aubs 

trato resulta así favorecida, y en e l caso de la  dis 

25 posición de mi trazado de conductores sobre un cuerpo

14.3.75. o -
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semiconductor se favorecen también la s  propiedades 

e léctricas del contacto conductor^semiconductor. Ada 

más, la  eliminación por ataque químico de la  capa auxi 

l ia r  metálica es también frecuentemente favorecida por 

la  aparición de efectos electroquímicos (galvánicos).

La capa au xiliar puede consistir en una ca , 

pa de un material único. Al disponer la  capa conducho* 

ra sobra la  capa au xiliar, sin eníbargo, se forma gene " 

raímente una conexión entre la  parte de la  capa conduo 

tora dispuesta en las  aberturas de la  capa au xiliar y- 

la  parte presente sobre la  capa au xiliar, cuya conexión 

ha de interrumpirse cuando se elimina la  capa au xiliar, 

lo  cual es algunas veces muy d i f íc i l  y como resultado 

de lo  cual pueden originarse contornos irregulares en 

e l trazado de conductores. Este inconveniente pueda 

evitarse s i,  de acuerdo con una realización preferida 

del método, a l menos la  segunda capa au xiliar compren 

de una tercera y una cuarta capas auxiliares componen 

tes, de materiales mutuamente diferentes, consistien­

do la  tercera capa au xiliar componente en un metal que 

es soluble en un agente de ataque químico que no ata­

ca sustancialmente a la  segunda capa conductora y se 

encuentra entre la  superficie del cuerpo y la  cuarta 

capa a u xiliar condónente, en la  cual a l realizarse 

la s  aberturas en la  segunda capa au xiliar la s  abertu

14.3.75 9



ras de la  tercera capa au x ilia r  componente se hacen 

mayores qu.e la s  de la  cuarta capa au xiliar componente 

como resultado del ataque químico in ferior (o socava 

do). Cuando se dispone la  segunda capa conductora, por 

ejemplo por deposición de vapor a l vacío, generalmente 

ni siquiera solamente se forma mía conexión muy débil 

entre la s  partes de la  capa conductora en las  abertu * 

ras y sobre la  capa au xiliar como resultado de la  pre 

sencia del mordentado por la  parte in ferior, de modo 

que se evitan e l desprendimiento y la s  irregularidad'!' 

des consiguientemente originadas con facilid ad  en los 

bordes del trazado de conductores. -

Esta ventaja se obtiene para ambas partes 

del trazado de conductores s i ,  de acuerdo con una rea 

lización  preferida adicional, la  primera capa au xiliar 

comprende también una primera y una segunda capas auxl 

lia re s  componentes, de materiales mutuamente diferen­

tes, en la s  cuales la  primera capa au xiliar componen­

te consiste en un material que es soluble en un agen­

te de ataque químico que no ataca sustancialmente a la  

primera capa conductora y que se encuentra entre la  su 

p erficia  del cuerpo y la  segunda capa au xiliar compo­

nente, en donde a l formarse la s  aberturas en la  prime 

ra capa au xiliar la s  aberturas de la  primera capa auxi 

l i a r  componente se hacen más grandes que la s  formadas
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en la  segunda capa au xiliar componente como resultado 

del ataque químico por la  parte in ferior.

Una realización importante preferida está 

caracterizada porque después de la  eliminación de la  

primera capa au xiliar, se dispone una capa aislante 

sobre e l conjunto sobre e l cual se dispone entonces 

la  segunda capa au xiliar. Como resultado de esto, pue 

de proporcionarse un trazado de conductores muy compac. 

to en e l cual la  primera y la  segunda partes del traza 

do de conductores se solapan entre s í parcialmente en 

proyección, sin establecer contacto mutuo; esto puede 

ser de importancia, por ejemplo, para configuraciones 

de electrodo en registros de desplazamiento acoplados 

por carga.

En ciertas circunstancias puede ser ventaja 

so que se elimine solo parcialmente a l Ríenos la  priRie 

ra capa au xiliar, formando también parte del trazado 

de conductores la  parte no eliminada. Una realización 

preferida adicional está caracterizada porque se pro­

porciona una primera capa a u x ilia r componente de un ma 

te r ia l eléctricamente conductor que establece contacto 

oon partes de superficie del cuerpo de soporte, y por 

que no se elimina-la primera capa au xiliar componente 

a l menos sobre dichas partes de superficie y constitu 

ye una parte adicional del trazado de conductores.

-  11



Las capas conductoras pueden proporcionarse 

de varios modos, por ejemplo, por depósito químico o 

electroquímico desde una solución. Sin embargo, prefe 

riblemente, la s  capas conductoras que forman e l traza 

5 do de conductores se proporcionan a p a rtir  de la  fase.

gaseosa a presión reducida y en una dirección transver 

sal a la  superficie, por ejemplo, por deposición de va 

por, pulverización catódica o por descomposición da un 

compuesto gaseoso. Como resultado de esto, e l espesor 

10 de la  capa conductora proporcionada se hace más peque

Ho sobre los  bordes de la s  aberturas de modo que la& 

partes de la  capa semiconductora a ser eliminadas se 

desprenden más fácilmente de la s  partes dispuestas en 

la s  aberturas.

15 Las capas conductoras pueden consistir en'una

única capa metálica o en una capa compuesta que compren 

de varios metales presentes uno sobre e l otro. Puede 

también formarse mía capa conductora mediante una capa 

semiconductora, preferiblemente muy impurificada, por 

20 ejemplo, de s i l ic io  p o licrista lin o .

Al menos la  segunda capa au xiliar, y preferi­

blemente cada una de la s  capas auxiliares, tiene con 

preferencia un espesor que es mayor que e l de la  capa 

o capas conductoras dispuestas sobre e lla . Cuando se 

25 dispone la  capa conductora sobre la  capa au xiliar, por

14.3.75. -  12 -



ejemplo, por deposición de vapor, la  capa conductora 

se hace muy delgada sobre e l borde de la s  aberturas y 

se fa c i l i ta  la  separación de la  capa conductora, pre 

sente sobre la  capa au xiliar, desde la  capa conducto 

5 ra presente en la s  aberturas.

Cuando se u t iliz a  una capa au xiliar compues¡ 

ta , múltiple, a l proporcionar la  primera y/o la  según 

da partes del trazado de conductores, la  capa au xiliar 

componente situada en posición más a lta  (o sea, la  man 

10 cionada segunda y/o cuarta capa) es preferiblemente.una

capa metálica que sirve como máscara contra e l ataque 

químico para la  capa a u xiliar componente subyacente (la 

primera y/o la  tercera, respectivamente) cuando se for 

cían la s  aberturas en la  capa a u xiliar. Como resultado 

15 de esto, el trazado de la s  aberturas puede definirse 

con mucha precisión, en particu lar cuando la  capa atad, 

l ia r  componente en posición más a lta  es delgada con reja 

pecto a la  capa au xiliar componente subyacente. Como re 

sultado de esto, realmente, e l ataque químico por la  

20 parte in ferior que se produce cuando la  capa au xiliar 

componente en posición mas a lta  es llevada a la  confi 

guración deseada puede ser mínimo, de modo que pueden 

conseguirse detalles muy complicados.

Al e le g ir  los materiales para la s  diversas 

25 oapas auxiliares o capas auxiliares componentes, entran

14.3.75. 13 -
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en juego varias consideraciones, entre otras la  capaci 

dad de ataque químico (selectivo), con respecto a l t ía  

zado de conductores, la  resistencia mecánica y la  adhe 

sión a l substrato. En relación con esto, se dispone ven 

tajosamente una primera capa y/o una tercera capa.auxi 

l i a r  componente de aluminio, cobre, plata o magnesio 

mientras que se proporciona preferiblemente, como se- ; 

guada y/o como cuarta capas auxiliares componentes uña' 

capa de cromo, tita n io , paladio, molibdeno, tungsteno/ 

tántalo, níquel u oro. ' _ ;

Utilizando e l invento, se tiene también lsr\  

posibilidad de disponer una segunda capa conductora a 

f in  de formar la  segunda parte del trazado de conducto _ 

res, cuya capa es diferente de la  primera capa conduc­

tora, indistintamente en espesor, o diferente en compb 

sicióil, o ambas cosas. Como resultado de esto, diversas 

partes de un trazado de conductores, cada una de la s  

cuales tiene una función diferente, por ejemplo e l tra  

zado de metalización de emisor y e l trazado de metal! 

zaclón de base de un tran sistor, sobre la s  cuales es­

tán impuestós requerimientos diferentes en lo  que re,s 

peota a conductividad de corriente, puede adaptarse de 

modo óptimo a dichos requerimientos de un modo simple.

Una de la s  mencionadas capas conductoras, o 

ambas capas, pueden estar compuestas de a l menos dos

Y . 14. 3 .75. -  14
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capas componentes conductoras de diferentes cnteriales 

que están situadas una sobre la  otra. Una de la s  venta 

jas de esto es que la  capa componente en posición más 

baja puedo adaptarse totalmente a los.requerimientos 

impuestos sobre la  adhesión a l substrato y a l contac­

to con e l mismo, mientras que la  capa componente en po 

sición mas a lta  puede adaptarse a requerimientos bastan

te diferentes, talos como una buena soldabilidad y con 

ductibilidad. En relación con e llo , se u t iliz a  ventajo- 

sámente e l oro como capa componento conductora en posi 

ción más a lta  y se u t iliz a  como capa componente condue 

tora en posición in ferior e l tita n io , cromo, rodio. c ir  

conio, tántalo, tungsteno omcüibdeno. Estos últimos rio 

ta les  tienen buenas propiedades de a ¿dieren cia, en par 

ticu la r  sobre superficies semiconductoras y sobre las

capas aislantes usualmente presentes sobre e lla s , por 

ejemplo óxido de s i l ic io  y nitruro de s i l ic io ,  en.aspe}

c ia l s i se proporcionan a temperaturas elevadas. Si son 

de un espesor suficiente pueden también formar una ba­

rrera adecuada entre una superficie semiconductora y 

una capa de oro a fin  de evitar la  difusión del oro

en el cuerpo semiconductor.

De acuerdo con mía realización preferida adi 

cional, antes de proporcionar la  capa de oro, pero dajg 

pues de proporcionar una capa de cromo o una capa de t i

14.3.75 -  15 -
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tanio, se diapone una capa de platino o.de rodio. Tal 

capa proporciona una buena protección entre la s  super 

f ic ie s  de oro y semiconductora ya con un espesor muy 

pequeño, de modo que pueden u tiliza rse  capas conducto 

ras más delgadas lo  que hace posible una mejor definí 

ción del trazado de conductores, en donde la  capa de 

titan io  o cromo sirve solamente para adhesión y puede 

ser, por tanto, relativamente delgada.

El mencionado trazado de conductores puede*-" 

disponerse sobre cualquier miembro de soporte a ser - - 

considerado para ese f in , por ejemplo, sobra un cuer' 

po de soporte aislante como lo s electrodos transduoto' 

res sobre un soporte piezoelóctrico, o de otro modo. 

Sin embargo, e l invento se u t i l iz a  particularmente.en 

forma Ventajosa para proporcionar trazados de conducto 

res sobre una superficie semiconductora. En la  mayoría 

de lo s  casos e l trazado de conductores se dispone.de 

modo ventajoso parcialmente sobre una capa aislante 

presente sobre la  superficie semiconductora y parcial 

mente en una o más aberturas que se encuentran en la  

capa aislan te.

Una primera parte del trazado de conductores 

forma ventajosamente la  metalización de basa, mientras 

que una segunda parte del trazado de conductores forma 

la  metalización de eaúsor de un transistor.

*]6 —
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dispositivo, preferiblemente un dispositivo semiconduc 

tor, que tiene un cuerpo de soporte sobre una superfi* 

cié de la  cual se forma un trazado de conductores u ti 

Usando un método de acuerdo con e l invento, en partí cu 

la r  un dispositivo semiconductor que comprende un tran 

sistor que tiene una metalización de emisor y una meta 

lización  de base de composiciones y/o espesores dife­

rentes. I

Se describirá ahora e l invento con mayorh3á: 

ta lle  con referencia a unas pocas realizaciones y a l  

dibujo, en e l cual:

La figura 1 es una v ista  diagrama tic a  en plan 

ta de un dispositivo fabricado utilizando e l método de 

acuerdo con e l invento;

Las figuras 2, 3 y 4 son vistas diagramáti 

cas en corte transversal del dispositivo tomadas por 

la s  líneas 11- 11, 111-111 y IV-IV de la  figuxn 1;

Las figuras 5 a 9 son vistas diagramáticas 

en corte transversal tomadas por la  línea 11-11 del 

dispositivo representado en la  figura 1 en pasos suco 

alvos de fabricación;

Las figuras 10 y n  son vistas dlagraináticaa 

en corte transversal de otro dispositivo fabricado u ti 

lizando e l método de acuerdo con e l invento en pasos

-  17 -
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sucesivos de fabricación;

Las figuras -]2, 13 y 14 son vistas diagrama 

tic a s  en corte transversal de un dispositivo adicional 

también fabricado utilizando e l método de acuerdo con 

e l invento en pasos sucesivos de fabricación.

Las figuras 15, 16 y 17 son vistas diagrama- 

tica s  en corte transversal de aún otro dispositivo u ti 

lizando e l método de acuerdo con e l invento en pasos 

sucesivos de fabricación, y

La figura *]8 es una v is ta  diagrama tic a  en* cor 

te transversal de una variante representada.en la  figu­

ra 11. ;

Los dibujos son diagramáticos y no están re­

presentados a escala para mayor claridad. Las partes co 

rrespondientes se designan por la s  mismas cifras de re 

ferencia hasta donde es posible en la s  diversas figuras. 

Las capas aislan tes, por ejemplo capas de óxido, dispues 

tas sobre la  superficie están representadas con espesor 

constante para mayor simplicidad, aunque dependiendo 

del procedimiento de fabrioación del dispositivo, no 

es necesario que este sea e l caso. Las zonas semioon-' 

ductoras del mismo tipo de conductividad están, como 

norma, rayadas en la  misma dirección.

La figura 1 es una v is ta  diagramática en plan 

ta y la s  figuras 2, 3 y 4 son v istas diagramáticas en

15.3*75* 18 -



corte transversal tomadas sobre la  línea 11-11, 111-111 

y IV-IV de la  figura 1 de un dispositivo, en este caso 

un dispositivo semiconductor, que tiene un cuerpo 1 de 

soporte en la  forma de una oblea de s i l ic io  sobre e l 

cual está dispuesto un trazado de conductores que com 

prende la s  capas 3 y 4 metálicas. Las capas 3 matálioas 

en forma de banda forman la  metalización de base y la s  

capas 4 metálicas en forma de banda forman la  metaliza 

ción de emisor de un transistor de a lta  frecuencia cuya 

zona 5 de colector, la  zona 6 de base y la  zona 7 de 

emisor están representadas diagramáticamente en la s  f i  

guras 2, 3 y 4. El lím ite de contorno de la  zona 6 de 

base está representado en lineas discontinuas en la  f i  

gura 1. En este ejemplo, se considera que la s  zonas ? y 

7 son de tipo de conductividad n y la  zona 6 de tipo n 

pero, por supuesto, esto puede también in vertirse. La 

zona de base está compuesta por regiones 6A de tipo ^ 

en forma de banda altamente impurificadas sobre las  

cuales está dispuesta la  metalización 3 de base.y re­

giones 6B situadas en posición intermedia, de concen­

tración de impureza más baja y menos profundas, en las  

cuales están presentes la s  zonas 7 de emisor. Está es 

tablaoído contacto a la  zona 5 de ooleotor del modo 

usual sobre la  cara in ferio r de la  Oblea de s il ic io ;  

esto no está representado con detalle en la s  figuras.



El tran sistor puede ser un transistor separado, pero 

e l dispositivo puede ser también un circuito integra 

do monolítico en cuyo caso aparecen otros elementos 

de circuito sobre la  p a stilla  de s i l ic io  o en la  mis 

ma, adicionalmente a l transistor; la  zona 5 de coleo 

tor en ese caso puede tener también contacto estable - 

cido, por ejemplo, en la  superficie 2. Excepto en e l 

área de emisor y en la s  ventanas de contacto de base, 

la  superficie semiconductora está cubierta a l manoá', 

en la  zona activa del dispositivo por una capa 8 eléc 

tricamente aislante de óxido de s i l ic io .  En lo s dibu 

jos el espesor de dicha capa 8 está representado de 

modo que es igual en cualquier lugar aunque en la  prác 

tica  no es necesario en absoluto que sea este e l caso. 

Fuera de la  parte activa del tran sistor, e l trazado de 

metalización de emisor y base está conectado a una su 

-p erfic ie  9 de contacto de emisor y una superficie 1C 

de contacto de base (véase la  figura 1) por intermedio 

de partes ligeramente ensanchadas de la s  capas 3 y 4 me 

tá lica s  en forma de banda que se encuentran sobre la  ca 

pa 8 de óxido.

Este transistor para a lta  frecuencia se dis­

tingue de transistores da a lta  frecuencia conocidos) en 

tre otras cosas, por el espacio intermedio muy pequeño 

entre la  metalización 4 de emisor y la  metalización 3



de base. Las capas metálicas de emisor y de base ín ter 

digitadas, con excepción de la s  bandas metálicas exte­

riores de base, tienen un ancho de aproximadamente 2 

mieras y un espacio intermedio de aproximadamente 1 mi 

era. Este espacio intermedio muy pequeño puede conse­

guirse utilizando e l invento y puede incluso aun redu 

oirse, s i so desea, a menos de una uñera.

Una distinción adicional entre e l transistor 

descrito y lo s  transistores conocidos es que en e l.tra n sís  

tor representado en la s  figuras -] a 4 e l trazado 4 de 

metalización de emisor tiene una composición diferente 

y es mas grueso que e l trazado 3 de metalización deba 

se. En este ejemplo e l trazado de metalización de omi- 

sor consiste en una capa 4A de un espesor de 0,1 mieras 

de titan io  (esta puede ser también, por ejemplo, de ero 

mo, rodlo, cobalto, tántalo, circonio, tungsteno o mo- 

libdeno), una capa 4B de un espesor de 0 ,15 mieras da 

platino presente sobre e lla  (esta puede ser también, 

por ejemplo, de rodio, cobalto, molibdeno o tungsteno), 

y una capa 40 de-un espesor de 0,7 mieras de oro. La ine 

talizaoión de base que necesita conducir menos corrían 

te y por tanto necesita también tener menos facilid ad  

de conducción, consiste en una capa 3A de un espesor 

de 0,-¡ mieras de titan io  (esta puede ser también, por 

ejemplo de cromo, rodio, circonio, tántalo, tungsteno



o molibdeno), y una capa 3B de un espesor de 0,3  uñeras 

de platino (esta puede ser también, por ejemplo, de ro 

dio, cobalto, molibdeno o tungsteno). Otra ventaja es 

que no hay oro sobre la  metalización de base e l cual, 

debido a lo s  "picos" que se producen frecuentemente, 

notablemente en difusiones de tipo jo, podría difundir 

se fácilmente en la  zona de base, mientras que puede 

u tiliza rse  a pesar de todo e l oro fácilmente conductor 

en la  metalización de emisor. - -

De acuerdo con e l invento, e l transistor dejo 

crito  con referencia a la s  figuras 1 a 4 y que tiene* 

propiedades muy buenas para a lta  frecuencia se fabri­

ca del modo siguiente. Las figuras 5 a 9 son "vistas - 

diagramáticas en corte transversal tomadas sobre la . 

línea 11-11 de la  figura 1 en diversos pasos de fabri 

cación.

La figura 5 representa una parte de un cuer 

po de soporte en la  forma de una oblea de s i l ic io  que 

tiene una zona 5 de colector de tipo n, una zona.6 de 

base de tipo jo formada, por ejemplo, por difusión o 

por implantación con bandas 6A de contacto altamente 

impurificadas y partes 6B activas de concentración de 

impurezas más baja, en la s  cuales están proporciona­

das zonas de emisor de conductividad de tipo n, por 

ejemplo, formadas por difusión o por implantación. So



bre el conjunto está dispuesta una capa aislan te, por 

ejemplo una capa o de óxido do s i l ic io ,  que tiene ven 

tanas de contacto de base y emisor. Esta estructura pue 

de fabricarse del modo conocido convencionalmente u ti 

Usando en la  tecnología de semiconductores por medio 

de métodos de impurificación y enmascaramiento fo to - , 

lito g rá fic o . Puesto que los pasos de tratamiento u t i l i  

zados en dichos métodos son conocidos y no se refieren 

a l invento, no se describen aquí con detalle.

Se dispone ahora la  metalización de base y . 

emisor de acuerdo con e l invento del modo siguiente.

En primer lugar (véase la  figura 5) se dispone sobre 

e l conjunto una primera capa 9A, B au xiliar. Aunque 

es posible en principio disponer una única capa auxi 

l ia r ,  se proporciona en este ejemplo una capa 9 auxi 

l ia r  que consiste en una primera capa 9A au xiliar ccm 

ponente, por ejemplo de aluminio o cobre de un espesor 

de aproximadamente 0,5 eneras, y sobre e lla  una según 

da capa 9B au xiliar componente diferente de la  capa 9A, 

por ejemplo de titan io , con un espesor de aproximadarnen 

te 0,2  mieras. En vez de aluminio o cobre, puede tam­

bién u tiliza rse  plata o magnesio ventajosamente para 

la  capa 9A y en vez de tita n io , por ejemplo, pueden 

u tiliza rse  ventajosamente para la  capa 9B cromo, pala, 

dio, molibdeno, tungsteno, tántalo, nictuel u oro.
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Se dispone entonces una máscara contra el 

ataque químico, por ejemplo una máscara 10 fotorresis­

tente, del modo usual, sobre la  oapa 9B, de modo que 

se obtiene la  estructura representada en la  figura 5. 

Las aberturas en la  máscara fotorresistente están pre 

sentes en la  zona de metalización de base a propor­

cionara

Se obtienen entonces por ataque químico aber­

turas 13 (véase la  figura 6) correspondientes a la  me-, 

talización  de base a proporcionar en la  capa 9A, B auxi 

l ia r .  En primer lugar, a l tiempo que se u t i l iz a  la  más ­

cara 10 fotorresisten te, se disponen aberturas en la  * 

óapa 9B de tita n io , por ejemplo por ataque químico oon_, 

una solución acuosa de FH, o por ataque por pulveriza­

ción catódica. Se produce un ligero  ataque por la  parte 

in ferio r por debajo de la  máscara 10 fotorresistente, 

cuyo efecto es, sin embargo, solamente pequeRo como 

resultado del pequeRo espesor de la  capa 9B y no está 

representado en la s  figuras. Por medio de un agente de 

ataque químico que no ataca a la  capa 9B, se obtiene 

entonces por ataque químico la  capa 9A por debaje de 

la  superfioie semiconductora (por ejemplo, aluminio 

con ácido fosfórico .  .obro con HNÔ  diluido). La mía- 

cara fotorresistente permanece. Puede también elimi­

narse previamente la  máscara fotorresisten te, en cuyo
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caso la  capa SB dolgada sirvo cono mascara, rjientras 

que so obtiene la  capa 9A por ataque químico la te ra l 

por debajo Ae los bordes de la  capa 9B en mía distan 

cia que os aproximadamente igual a l espesor do la  ca 

pa 9A (véase la  figura 6). Diclio ataque químico por 

la  parte in ferior puede aún in ten sificarse por efec 

tos electroquímicos que se producen por el contacto 

entre el agente Ae ataque y lo s  nótales de la  capa 

au xiliar, y didio ataque químico in ferior es ventaje, 

so en los trataifLentos subsiguientes, como se pondrá 

de manifiesto posteriormente; asimismo s i se obtuvie 

se un ataque químico por la  parte in ferio r en menos, 

del espesor de la  capa 9A, esto sería ya suficiente* 

Se disponen entonces sucesivamente sobre e l 

conjunto una capa 3A de titan io  de un espesor de 0,1 

mieras y una capa de un espesor do 0,3 mieras de 

un metal diferente, por ejemplo, una capa de platino 

o una capa de rodio, por ejemplo por depósito do va 

por a l vacío a p a rtir  de fase gaseosa a presión rodu 

oída o por pulverización catódica, en mía dirección 

transversal a la  superficie 2, preferiblemente a una 

temperatura elevada (3002- 40030). La capa 3A puede 

también componerse, por ejornalo, de cromo, rodio, tan 

ta lo , circonio, mol ib deno o tungsteno, la  capa 3B (di 

ferente de o lla) puede también componerse de rodio, qo

15.3.75? pd -



balto, molibdeno, o tungsteno. Debido a.una temperatu 

ra a lta  de depósito de vapor, se obtienen una buena 

adhesión y un buen contacto de metal a semiconductor. . 

Como resultado de dicho ataque químico por la  parte 

in ferio r y puesto que la  capa 9A, 3 , au xiliar es más 

gruesa que la s  capas 3A y 3B en conjunto, no se forma 

conexión entre la s  partes de la s  capas 3A y 3B deposi 

tadas sobre la  capa 9B y la s  partes depositadas en las  

aberturas de la  capa a u x iliar sobre la  superficie sémi 

conductora (véase la  figura 7). - '

Se disuelve ahora la  capa 9A sin enmascara­

miento en un líquido atacante agresivo (por ejemplo/ 

FeClj para el aluminio y ITÔ H para e l cobre), en e l 

cual se eliminan también la  capa 9B presente sobre 

e lla  y partes de la s  capas 3A y 3B presentes sobré * 

e lla . Puesto que e l agente do ataque químico u t i l i ­

zado es ta l  que no ataca a la s  capas 3A y 3B, la s  mis 

mas permanecen sobre la  superficie semiconductora co­

mo metalización de base. Con e llo  se obtiene una prime 

ra parte del trazado de conductores.

Se podría haber proporcionado la  metalización 

de emisor en la  misma operación y con lo s mismos metales 

como conductores. De este modo, sin embargo, no pueden 

hacerse arbitrariamente pequeños los espacios interme­

dios entre la s  capas metálicas de emisor y base en for
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ma de banda. Como es obvio, por ejemplo, por la  figu 

ra 7 y la  distancia mas pequeña en e l ejemplo descrito 

entre dos capas metálicas de base adyacentes está res 

tringida por e l ataque quindeo in ferior de la  capa 9A 

que no puede hacerse arbitrariamente pequeño y está 

determinado por e l espesor de la  capa 9A, la  cual t ie  

- ne nuevamente con preferencia un espesor mayor que e l 

espesor de la  metalización a proporcionar. En realiza 

ciones del proceso en la s  cuales la s  capas 3A y 3B me 

tá lica s  se adhieren antes de la  eliminación de la  -ca­

pa 9A, B au xiliar, se aplican restricciones aun mas. r i  

gurosas, puesto que, como resultado del desprendimien 

to que se produce a l eliminar la  capa au xiliar, apare 

cen irregularidades mas grandes en los bordes del; tía, 

zade de metalización.

Con el f in  de obtener e l espacio intermedio 

muy pequeño deseado entre la  metalización de base y la  

metalización de emisor, de acuerdo con e l invento se 

dispone sobre e l conjunto después de eliminar la  capa 

9A, B a u xiliar (véase la  figura 8) una segunda capa 

11A, B a u x iliar de un material diferente del de la  p ri 

mera capa 3A, B conductora. Esta puede tener la  misma 

composición de la  primera capa 9A, B au xiliar componen 

te se compone nuevamente de aluminio o cobre, con un 

espesor de 1,1 mieras y tiene generalmente un espesor
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mayor que e l espesor global de la  metalización de emi 

sor a proporcionar, por la s  razones ya mencionadas an 

teriormente. La segunda capa 11B au xiliar componente 

se compone de titan io  y tiene un espesor de aproxima 

damente 0 ,2  mieras. Se dispone nuevamente una máscara 

12 fotorre sis  tente sobre la  oapa 11B y tiene aberturas 

en la  zona de la  metalización de emisor a proporcionar 

Se desea en general asegurar que la  capa 11A, B auxi­

l i a r  no forme un compuesto metalúrgico con la  primera 

parte 3A,B del trazado de conductores a la  temperatu­

ra a la  cual se proporciona.

Del mismo modo que se ha descrito anterior­

mente para la  primera capa 9A,B au xiliar, se disponen 

ahora en la  segunda capa 11A,B au xilia r  (véase la  figu  

ra 9) aberturas 14 adicionales que corresponden a la  

metalización de emisor a obtener. Se produce nuevamen 

te un ataque químico por la  parte in ferior de la  . capa 

11A. Simultáneamente con la  provisión de la s  aberturas 

14  ̂ se forma también preferiblemente una abertura en 

la  segunda capa 11A,B a u xiliar a l menos sobre una par 

te de la  metalización de base a fin  de proveer también 

a la  superficie 10 de contacto de base de la  metaliza 

cién de ernisor (véase la  figura 3) y obtener a sí una 

capa de oro, fácilmente soldable, como capa en posi­

ción más a lta . Sin embargo, esto no es necesario. Se
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dispone ahora sobre la  segunda capa 11A, B au:ciliar, 

una segunda capa 4A, B, C conductora, de un rí]at eria l 

diferente del de la  segunda capa nA,B au xiliar. Esta 

se compone, en este ejemplo, de una capa 4A de titan io , 

de un espesor de 0 ,-] mieras, una capa. 4B de platino de 

0,15 mieras de espesor, y una capa 4C de oro de un espe 

sor de 0,7  mieras. Pueden también u tiliza rse  cromo, ro 

dio, circonio, tántalo, tungsteno o molibdeno, por ejem 

pío, para la  capa 4A. Pueden también u tiliza rse  rodio, 

cobalto, molibdeno o tungsteno, por ejemplo, para la  

capa 4B que es diferente de la  capa 4A.

Lo mismo que durante la  disposición de la  me 

talizaoión de base, se elimina entonces selectivamente 

por ataque químico agresivo de la  capa 11A, la  segunda 

capa HA,B au xiliar con la  parte de la  segunda capa 4A, 

B,C oonduotora presente sobre e lla , formando la s  partes 

sobre la  capa 4A,B,C que permanecen en la s  aberturas 

una segunda parte del trazado de conductores ( la  m otali 

zación de emisor).

Con e llo  se ha obtenido e l transistor repre­

sentado en la s  figuras 1 a 4 que puede montarse adicio 

nalmente del modo usual. Una característica  particular 

del transistor resultante es que también está presente, 

a l menos parcialmente sobre la  metalización de base, la  

metalización do-emisor sobre la  superficie 10 de contan

15.3.75. -  29
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to dé base. Un transistor que tiene esta característi­

ca especial puede también obtenerse con otros métodos, 

en lo s  cuales so proporcionen en operaciones indepen­

dientes lo s  trazados de metalización de emisor y tase.. 

Una ventaja importante os que se mejora la  soldabilidad 

de la  superficie de contacto de base. Ha de entenderse 

que a l término "soldadura" sign ifica  aquí en un sentido 

amplio cualquier método con el cual puede disponerse, 

un conductor de conexión sobre una superficie do con­

tacto, por ejemplo, por medio de un material de sóida- 

dura, por unión por termocomprosión, soldadura ultra­

sónica, etc. Ho es necesario que la  metalización de o nú 

sor so componga de un ¡material conductor diferente 'á l 

de la  metalización de base. '- bd

Puesto que la s  aberturas 14 pueden disponerse 

con bastante independencia de la  posición de la  metal! 

sación de base, la  metalización de emisor puede disponer 

se a rb i  t ía  r i  a mant o próxima a la  metalización de base.

La precisión y lá  capacidad de reproducción con la  cual 

ocurre esto depende de la  exactitud con la  cual puede 

alinearse la  máscara 12 con relación a la  metalización 

de base. Puede conseguirse en la  práctica, como en el 

tran sistor descrito, una distancia de 1,5 a 1 mieras o 

menos entre la  metalización de emisor y la  metalización 

de base con e l método de acuerdo con e l invento. Puesto
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que la  metalización se lle v a  a cabo a l menos en dos 

pasos, la  segunda metalización, en este caso la  mota 

ligación  de emisor, puede tener también una composi­

ción bastante diferente a la  de la  primera metaliza­

ción (la  metalización ¿e base).

En la  realización descrita, la  capa (9A, 11A) 

au xiliar componente in ferior fue atacada químicamente 

para eliminar las  capas au xiliares. En vez de esto, 

ambas capas auxiliares componentes pueden también-ser 

eliminadas por ataque químico de cada una de la s  capas 

auxiliares, o solamente la s  capas 9B y 11B en posición 

mas a lta , respectivamente, conservándose, sin embargo, 

la s  capas 9A y 11A auxiliares componentes in feriores, 

respectivamente. En ciertas circunstancias, sin embar 

go, por ejemplo cuando forman una parte adicional del 

trazado de conductores, esto puede ser ú t i l ,  como iee 

demostraré en uno de lo s  ejemplos siguientes. <

Seré ademas obvio que pueden formarse una 

tercera parte, una cuarta parte, e tc . del trazado de 

conductores utilizando e l tratamiento descrito, cono 

oido como tratamiento de "despegado", una tercera y 

una cuarta vez. El invento no esté en absoluto res­

tringido, por consiguiente, solamente a dos aplicació 

nes de este tratamiento; la  esencia del invento resi­

de en e l hecho de que pueden obtenerse ventajas oonsi
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derables utilizando un proceso de "despegado" no una 

vez, sino repetidamente. Además, como sé ha descrito 

en la  realización anterior, e l invento puede u t iliz a r  

se en muchas ferinas diferentes. Esto se ilu strará con 

referencia a unas pocas realizaciones diferentes.

Las figuras 10 y 11 son v istas diagramáticas 

en corte transversal de otro dispositivo en dos pasos 

de fabricación utilizando e l método de acuerdo con el 

invento. En este método, se dispone un trazado de con 

ductores consistente en dos capas 3 y 4 conductoras - 

sobre un cuerpo 1 de soporte que puede tener 'cualquier 

composición. Se dispone la  primera parte 3 del tragado 

de un modo análogo al del ejemplo precedente u tilizan  

do una primera capa 9A,B au xilia r. Los materiales de 

la  capa a u x iliar y e l modo de ataque químico pueden 

ser los  mismos que se han descrito en e l ejemplo., de 

la s  figuras 1 a 9 . Después de eliminar la  capa 9A,B 

a u xiliar, con lo s  partes 3 metálicas presentes sobre 

e lla , se dispone una segunda capa 11A,B au xiliar en 

la  cual, sin embargo, se disponen ahora aberturas 21 

que recubren parcialmente la  primera capa 3 metálica. 

Después de disponer una segunda capa 4 metálica (véa, 

se la  figura 11) y eliminar la  oapa 1lA,B con la s  par 

tes de capa metálicas presentes sobre e lla , se ha obto, 

nido un trazado de conductores cuyas dos parí:es 3 y 4
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se solapan parcialmente. L a  ventaja de este método es 

que solamente necesita alinearse muy exactamente con 

relación a la primera parte 3 del trazado de conducto­

res un borde de la máscara de ataque químico que deter 

mina las aberturas 21, al tiempo que la posición del 

otro borde es menos crítica de modo que l a  máscara en 

cuestión tiene una tolerancia hasta cierto punto lige­

ramente mayor. ,

Las figuras 12, 13 y  14 son vistas diagramá^- 

ticas en corte transversal de u n  transistor en opera­

ciones suoesivas de fabricación, cuyo transistor está 

representado muy simplemente con un a  zona 5 de coleo- 

tor, una zona 6 de base y  una zona 7 de emisor, aun­

que en la práótica l a  geometría puede ser, por supues­
to, mucho mas complioada. Como es usual, se dispone 

una capa 8 de óxido sobre la superficie semiconducto­

ra con ventanas de contacto de emisor y  base. En pri­

mer lugar, se proporciona la metalización 3 de base 

utilizando una primera capa 9A,B auxiliar (véase la 

figura 12). Después de eliminar la primera capa 9A,B 

auxiliar, se dispone entonces sobre el conjunto (véa 

se la figura 13) una capa 31 de vidrio en la cual se 

obtiene por ataque químico una ventana 32 de emisor.

Se dispone entonces sobre el conjunto una segunda ca 
pa 1 1A,B auxiliar en la cual se forma nuevamente una
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abertura 33, por ejemplo, del modo anteriormente des­

crito . Será obvio que los agentes de ataque químico 

utilizados no pueden atacar la  capa 31 de vidrio . Se 

proporciona entonces la  metalización 4 de emisor (véa 

se la  figura 14), en la  cual, después de eliminar la  

segunda capa 1 1 &,B, a u xiliar, se ha obtenido un tran 

s isto r de una estructura muy compacta en e l cual la  

metalización 4 de emisor está presente parcialmente 

por encima de la  metalización 3 de base y está separa 

da de e lla  por la  capa 31 de vidrio.

Las figuras 1 5  a 1 7  ilustran  un método en e l 

cual no se elimina una parte 9A de al menos la  primera 

oapa 9A,B au xiliar, sino que, se u t i l iz a  como parte"del 

trazado de conductores. La figura 15 es nuevamente una 

vista  diagrama tica  en corte transversal de un transis­

tor que tiene una zona 5 de colector, una zona 6 de ba 

se y una zona 7 de emisor, en e l cual la  superficie 2 

de la  p a s tilla  semiconductora está cubierta con una ca 

pa 8 aislante que tiene ventanas de emisor y base. En 

este caso, está* también dispuesta la  conexión da colc^ 

tor sobre la  superficie 2 de modo que está también ior 

mada por ataque químico en la  capa 8 una ventana de con 

taoto de colector.

Se proporciona nuevamente la  metalización 3 

de base, en esto ejemplo de rodio, por medio de una ca
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pa 9A,B au xiliar que tiene aberturaa en la  nona de la s  

ventanas de contacto de base (véase la  figura 15). La 

capa 9A se compone en esto ejemplo de tungsteno o s i­

l ic io  p o licrista lin o , y la  capa 9B se compone de pala 

dio. Después de disponer la  primera capa 9A,B au xiliar, 

se dispone en priruer lugar la  capa 9B de paladio foto 

litografíesmente en la  configuración deseada, después 

de lo  cual se forman aberturas por ataque químico en 

la  primera capa 9A au xiliar componente por medio.de 

un agente de ataque que no ataca sustancialmente á la  

oapa 9B (por ejemplo, un agente de ataque a base de 

ferro cianuro para e l tungsteno, y para e l s i­

l ic io  p o licr ista lin o ). Se produce un ataque químico 

por la  parte in ferior, por debajo de los  bordes de la  

capa 9B, en mía distancia la te r a l aproximadamente igual 

a l espesor de la  capa 9A. Se proporciona entonces la  

capa 3 de rodio, después de lo  cual se eliminan la  se¡ 

guada capa 9B au xiliar componente de paladio y la s  par 

tes de la  capa 3 metálica presentes sobre e lla ' por me­

dio de un agente de ataque químico que no ataca, sus­

tancialmente, a la s  capas 3 y 9A (en este caso agua 

mas hidrogeno, que origino ol plegamiento de la  capa 

de paladio), mientras que la  capa 9A permanece sustan 

cialmente sin atacar. La capa 9A se conecta a la  zona 

de colector por intermedio da la  ventana de contacto
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de colector y sirve como metalización de colector.

Se elimina entonces por ataque químico la  

parte central de la  capa 9A que se encuentra sobre la  

zona 7 de emisor, para cuya finalidad puede u tiliza rse  

una máscara no c r ít ic a . Se dispone entonces del modo 

descrito en lo s  ejemplos precedentes la  metalización 

de emisor a l tiempo que se u t iliz a  la  segunda capa 1 1 A,B 

au xiliar que se elimina en este caso totalmente después 

de disponer la  metalización 4- de emisor, pero, gi se de 

sea, la  capa 11A componente en posición in ferior puede, 

en este caso, u tiliza rse  también para otras metaliza­

ciones. - . .

Será obvio que e l invento no está restringi­

do a la s  realizaciones descritas a modo de ejemplo, s i 

no que son posibles muchas variantes para los  expertos 

en la. técnica sin apartarse del alcance de este inven 

to . Por ejemplo, en ves de estar formado por un.cuor 

po semiconductor que está cubierto parcial o tutaimen 

te por una capa aislante, el substrato puede estar for 

mado por un material eléctricamente aislante. Puede ser 

una capa aislante, por ejemplo una capa de óxido de s i 

l io io  o de nitruro de s i l ic io  o una capa aislante com 

puesta que está presente sobre una superficie semicon 

ductora. Disponiendo, como en la s  figuras 11-13) una 

capa aislante sobre la  primera capa au xiliar, pueden
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obtenerse electrodos que se encuentran muy próximos 

entre s í .  De este modo, por ejemplo, puede obtenerse 

una estructura de electrodo muy compacta como se re­

presenta en la  figura 1 8  en la  cual loa electrodos 3  

y 4 que se solapan entre s í están separados entre s í 

por una capa 41 a islante. Esto puede obtenerse, por 

ejemplo, por deposición o por oxidación, por ejemplo 

por oxidación térmica del trazado 3 de conductores 

que puede componerse, para este fin , por ejemplo de 

aluminio o s i l ic io  p o licrista lin o . El trazado (3,4) 

de electrodos de la  figura 1 8  está dispuesto, por ejem 

pío, sobre una capa 8 de óxido que se extiende sobre 

un substrato 5  de s i l ic io  de tipo n y se u t il iz a , por 

ejemplo, en dispositivos acoplados por carga. El t ía  

zado de conductores puede componerse to ta l o parcial 

mente de semiconductores, por ejemplo, s i l ic io  p o licrig  

talino impurificado o no impurificado en vez do meta­

le s , mientras que la  configuración geométrica de los 

ejemplos representados en e l dibujo puede modificarse 

dentro de amplios lím ites.

Finalmente, se destaca que la  capa o capas 

auxiliares, respectivamente, no necesitan ser necesa 

riamente metálicas sino que también pueden-componerse 

de otros materiales. Por ejemplo, una capa au xiliar 

puede también consistir to ta l o parcialmente en una
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capa fotorresistente endurecida. E l  efecto obtenido 

en los ejemplos descritos por ataque químico por la 

parte inferior puede producirse, por ejemplo, exponien­

do a la luz la capa fotorresistente a travás de una 

máscara adecuada, con un ángulo tal que se exponen tam­

bién a la luz, y  pueden eliminarse mediante un revela­

dor, partes de la capa fotorresistente que se encuen­

tran bajo el borde de la máscara.

La presente solicitud, que corresponde a la
10 presentada en Holanda, el 10 de Diciembre de 1973, ba­

jo el NR 7316851, se acoge a  los beneficios del Artí- 

oulo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

15
- REIVINDICACIONES -

20 Los puntos de invención propia y  nueva, que 

se presentan para que sean objeto de esta solicitud de 

Patente de Invención en EspaHa, por VEINTE años, son 

los que se recogen en las reivindicaciones siguientes: 

1 8 .- U n  mátodo mejorado de ataque químico par­

25 ra fabricar un dispositivo de traslación eláctrica dota­

do de un trazado de conductores sobre un cuerpo de so­

porte, en cuyo mátodo se dispone sobre una superfi­

cie del cuerpo una capa auxiliar que tiene una o más

9-9-76 - 38 -



aberturas que corresponden al menos a una parte del 

trazado a proporcionar, después de lo  cual se dispone 

sobre la  capa au xiliar y en la s  aberturas una capa eléc 

tricamente conductora de un material diferente del de 

la  capa au xiliar, y se elimina entonces selectivamente 

a l menos la  parte superior de la  capa au xiliar con la  

parte de la  capa conductora que se encuentra sobre e lla , 

formando parte del trazado de conductores la  parte de 

la  capa conductora que permanece en la s  abertu ras,ca 

racterizado porque después de eliminar una primera ca 

pa au xiliar con la  parte de una primera capa conducto 

ra presente sobre e lla , con lo  cual se obtiene una. p ri 

mera parte del trazado de conductores, se proporciona 

sobre el conjunto una segunda capa au xiliar de un mate, 

r ia l  diferente del de la  primera capa conductora y que 

tiene una o más aberturas adicionales que corresponden 

a una segunda parte del trazado de conductores, porque 

se proporciona sobre dicha segunda capa au xiliar y en 

dichas aberturas adicionales una segunda capa conduc­

tora de un material diferente del de la  segunda capa 

a u xiliar, y porque se elimina entonces selectivamente 

a l  menos la  parte situada en posición mas a lta  de la  

segunda capa au xiliar con la  parte de la  segunda capa 

conductora que se encuentra sobre e lla , formando una 

segunda parte dol trazado de conductores la  parte de



l a  segunda capa conductora que permanece en.las aber 

turas adicionales. ' .  ; .

2^.- Un método de acuerdo con la  reivindica 

ción 1 &, caracterizado porque* se dispone una primera 

y/o una segunda capa au xiliar metálica.

3§.- Un método de acuerdo con la  reivindioa - 

ción la,o la  reivindicación 23, caracterizado porque 

a l menos la  segunda capa a u xiliar comprende una terco 

ra y una cuarta capas auxiliares componentes, de* mate 

r ía le s  mutuamente diferentes, consistiendo la  tercera 

capa au xiliar componente en un metal que es soluble en 

un agente de ataque químico que no ataca sustanciaímen 

teea la  segunda capa conductora y que está presente en 

tro la  superficie del cuerpo y la  cuarta capa au xiliar 

componente, en e l cual a l formar la s  aberturas en la  

segunda capa a u xiliar la s  aberturas situadas en la  ter 

cera capa au x ilia r  componente se hacen mas grandes que 

la s  dispuestas en la  cuarta capa au xiliar componente 

como resultado del ataque químico por la  parteé in ferior.

43.- Un método de acuerdo con la  ¡reivindica- 

cion 33, caracterizado porque la  primera capa au xiliar 

comprende también una primera y  una segunda,capas auxi 

lia re s  componentes, de materiales mutuamente diferen­

te s , en la s  cuales la  primera capa au xiliar componente 

oonsiste en un metal que es soluble en un agente de ata
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que químico que no ataca sustancialmente a la  primera 

capa conductora y está presente entre la  superficie 

del cuerpo y la  segunda capa a u x iliar componente, en 

e l cual a l formar las  aberturas en la  primera capa 

au xiliar, la s  aberturas en la  primera capa au xiliar 

componente se hacen más grandes que la s  de la  segunda 

capa au xiliar componente, como resultado del ataque 

químico por la  parte in ferio r.

5S.- Un método do acuerdo con una o maŝ .ia 

la s  reivindicaciones precedentes, caracterizado porque 

después de eliminar la  primera capa au xiliar se dispo 

ne una capa aislante sobre e l conjunto sobre la  cual 

se dispone entonces la  segunda capa au xiliar.

68.-  Un método de acuerdo con la  reivindica 

cién 4-R, caracterizado porque se dispone una primera 

capa au xiliar componente de un material eléctricamen­

te conductor que establece contacto con partes de su­

p e r f ic ie  del cuerpo de soporte, y porque la  primera 

oapa au xiliar oomponente no se elimina a l menos sobre 

dichas partes de superficie y forma una parte adicio­

nal del trazado de conduotoros.

78.-  Un método de acuerdo con una o más de 

la s  reivindicaciones precedentes, caracterizado porque 

se proporcionan las  capas conductoras que forman e l tra 

zado de conductores a p artir  do una fase gaseosa a pro
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sión reducida, y  en una dirección transversal a  la su­

perficie ¿
8a.- U n  método de acuerdo con u n a  o mas de 

las reivindicaciones precedentes, caracterizado porgue 

al menos l a  segunda capa y  preferiblemente ambas capas 

auxiliares tienen un espesor que es mayor que el espe­

sor de l a  capa conductora proporcionada sobre ellas. . ..

93.- U n  método de acuerdo con una o mas de .. 

las reivindicaciones precedentes, caracterizado porgue 

la segunda y/o la cuarta capa auxiliar componente es 

una capa m etálica  que, al formar las aberturas en l a  * 

oapa auxiliar, sirve como máscara contra el ataque quí 

m i 00 para la capa auxiliar componente subyacente^
103.- Un método de acuerdo oon una o mas de 

las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque 

la segunda y/o l a  cuarta capa auxiliar componente, es-mas 

delgada que la capa auxiliar condonante subyacente.

113.- U n  método de aouerdo oon una o mas de 

las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque 

se dispone, como capa auxiliar, al menos una capa de 

aluminio, cobre, plata o magnesio como primará y/o ter­

cera capa auxiliar oomponente.

123.- U n  método de acuerdo oon una o mas de 

las reivindicaciones precedentes, caracterizado porgue 

se disponen una segunda y/o una cuarta capas auxilia-

' t  ^24.3.75 42 -



res componentes do cromo, tita n io , paladio, mol ib deno, 

tungsteno, tántalo níquel u oro,

1 3 8 . -  Un riiátodo de acuerdo con una o ms de 

la s  reivindicaciones precedentes, caracterizado porque 

se dispone una segunda capa conductora que es diferen 

te de la  primera capa conductora.

144- Un método de acuerdo con una o mas de 

la s  reivindicaciones precedentes, caracterizado porque 

se disponen una primera y/o una segunda capas conducto 

ras que se componen de, a l menos, dos capas cocpomentos 

conductoras de materiales diferentes superpuesta!.

153.- Un método de acuerdo con la  reivindica 

oién 14-S, caracterizado porque se dispone como .capa com 

ponente conductora in ferio r una capa de tita n io , cromo, 

rodlo, sirconio, tántalo tungsteno o molibdeno.

id a.- Un método de acuerdo con la  reivindica 

cion 148, caracterizado porque como capa componente con 

ductora en posición más a lta  se proporciona una capa 

de oro.

1 7 8 . -  Un método de acuerdo con la  reivindica 

oién 1 6 8 , caracterizado porque antes de disponer la  qa 

pa de oro, pero después de proporcionar una capa de ero 

mo o titan io , se dispone una capa de platino o rodio.

1¡38.- Un método de acuerdo 0011 una o más de 

la s  reivindicaciones precedentes, caracterizado porque



el trazado de conductores se proporciona sobre la su­

perficie de u n  cuerpo semiconductor.

19&.- U n  mótodo de acuerdo con la reivindica­

ción 18a, caracterizado porque se dispone el trazado 

de conductores parcialmente sobre una capa aislante 

presente sobre la superficie semiconductora y  parcial­

mente en una o mós aberturas presentes en la capa ais­

lante ̂

208.- U n  mótodo de acuerdo con la reivindica­

ción 198, caracterizado porque una primera parte del 

trazado de conductores forma la metalización de base 

y  una segunda parte del trazado de conductores forma 

la metalización de emisor de un transistor.
21 s¿- U n  mótodo de acuerdo oon la reivindica­

ción 18, caracterizado porque dichas aberturas adicio­

nales se proporciona, al menos en parte, entre dichas 
primeras aberturas.

228.- U n  mótodo mejorado de ataque químico 

para fabricar un dispositivo de traslación elóotrica 

dotado de un trazado de conductores sobre un cuerpo de 

soporte.

Tal y  como se ha descrito en la Memoria que 

antecede, representado en los dibujos que se acompañan 

y  con los finos que se han especificado.



9- 9 - 7 6
VGD.

Esta Memoria consta de cuarenta y cinco ho­

jas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 14. SE!. i $7 3

3? .A.
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